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ミニウムを選択し、単膜にて光学特性の性能評価を行っている。atmosphere pressure chemical vaper deposition 
(APCVD)・マグネットスパッタ法にて理想的な光学定数を有するシリコン酸化膜、紫外光帯域においても光吸収
が起こらない低消衰係数シリコン窒化膜、紫外光帯域でも消衰係数のない酸化アルミニウムの成膜手法を明らか
にした。また酸化アルミニウムにおいては、metal-insulator-semiconductor (MIS)や metal-insulator-metal 


































確認した。また光波長帯域 220-350nm で平均透過率変化量が 0.235%から 0.084%にまで低減でき、光波長
220-800nm における最大透過率変化量は 0.735%から 0.300%に低減した。これにより凹凸形状により分光リッ
プルを抑え、透過率変化量を低減する効果を明らかにしている。また分光差分型紫外光センサ用に設計したバン
ドストップ型オンチップ光学フィルターについては、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜を提案した 42 層をシリ
コン上に形成し評価を行った。得られた反射特性から各光波長を中心とした光波長帯域を遮断する3種類の膜構
成を組み合わせることで、広光波長帯域 300-520nm を反射させる特性が得られた。また得られた特性から、分
光差分型のセンサ上に形成することで光波長 200-300nm で選択的に高い感度を有する紫外光センサが得られる
ことを明らかにしている。 
第4章では、第2章、第3章で述べた技術を応用した電子線検出器の設計・試作・性能を測定し評価した結果
について論じている。走査型電子顕微鏡は数k~数十kVと加速された電子を測定試料に照射し、反射した電子を
検出器で検出することで像を得ることができる。走査型電子顕微鏡において、照射電子によるダメージや試料へ
のチャージアップを減らし、より詳細な表面構造を観測するため低加速電圧条件下での観測が、また観察者の操
作に対して像に反映されるまでにタイムラグが生じており測定時間を短縮するため高速読み出しが可能な電子線
検出器が求められている。これまで述べて紫外光の Siへの侵入用と加速電圧 1kV以下の低加速電圧時の電子の
Siの侵入長がほぼ同等であることから、電子線入射領域上の配線層間絶縁膜を選択的に除去した急峻な不純物濃
度プロファイルを有する pn 接合ダイオードを用いることで低加速電圧時の高感度化を行った。また読み出し速
度を律速する要因は、素子面積が大きいためによるPD容量であることから低不純物濃度Si基板上と電子線入射
領域を複数に分割した構成を適用することで、1 出力あたりの容量を低減した。試作した電子線検出器の評価に
より、入射電子線の加速電圧1kVにおける感度を従来比約8倍に向上し、信号読み出し速度向上に資する素子容
量を 1/3以下にするとともに、走査型電子顕微鏡に適用して低加速電条件下で鮮明な反射電子線像が得られるこ
とを実証している。 
第5章は結論である。 
以上要するに本論文は紫外-可視-近赤外光帯域で所望の透過特性を有するオンチップ光学フィルターの設計・
製造手法を明らかにし、試作した広光波長帯域・高感度分光センサの性能を実証し、低加速電圧電子線検出器へ
応用した効果を実証した成果をまとめたものである。 
 
